



 Toggle navigation    
 


	首页
	元器件品牌
	我要上传
	手机端


 
 	加载中...
	


 












马上查询





 







IS42S32200E-5BL [ISSI] 

Synchronous DRAM, 2MX32, 5ns, CMOS, PBGA90, 13 X 8 MM, 0.80 MM PITCH, LEAD FREE, MO-207, TFBGA-90; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 IS42S32200E-5BL
	生产厂家：	
	    INTEGRATED SILICON SOLUTION, INC
      
	描述和应用：	Synchronous DRAM, 2MX32, 5ns, CMOS, PBGA90, 13 X 8 MM, 0.80 MM PITCH, LEAD FREE, MO-207, TFBGA-90
 动态存储器 内存集成电路
	PDF文件：	总59页 (文件大小：1222K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：IS42S32200E-5BL参数
	是否无铅	不含铅
	是否Rohs认证	符合
	生命周期	Obsolete
	IHS 制造商	INTEGRATED SILICON SOLUTION INC
	零件包装代码	DSBGA
	包装说明	TFBGA, BGA90,9X15,32
	针数	90
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.32.00.02
	风险等级	5.5
	Is Samacsys	N
	访问模式	FOUR BANK PAGE BURST
	最长访问时间	5 ns
	其他特性	AUTO/SELF REFRESH
	最大时钟频率 (fCLK)	200 MHz
	I/O 类型	COMMON
	交错的突发长度	1,2,4,8
	JESD-30 代码	R-PBGA-B90
	JESD-609代码	e1
	长度	13 mm
	内存密度	67108864 bit
	内存集成电路类型	SYNCHRONOUS DRAM
	内存宽度	32
	湿度敏感等级	3
	功能数量	1
	端口数量	1
	端子数量	90
	字数	2097152 words
	字数代码	2000000
	工作模式	SYNCHRONOUS
	最高工作温度	70  °C
	最低工作温度	
	组织	2MX32
	输出特性	3-STATE
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	TFBGA
	封装等效代码	BGA90,9X15,32
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	GRID ARRAY, THIN PROFILE, FINE PITCH
	峰值回流温度（摄氏度）	260
	电源	3.3 V
	认证状态	Not Qualified
	刷新周期	4096
	座面最大高度	1.2 mm
	自我刷新	YES
	连续突发长度	1,2,4,8,FP
	最大待机电流	0.002 A
	子类别	DRAMs
	最大压摆率	0.2 mA
	最大供电电压 (Vsup)	3.6 V
	最小供电电压 (Vsup)	3 V
	标称供电电压 (Vsup)	3.3 V
	表面贴装	YES
	技术	CMOS
	温度等级	COMMERCIAL
	端子面层	Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
	端子形式	BALL
	端子节距	0.8 mm
	端子位置	BOTTOM
	处于峰值回流温度下的最长时间	40
	宽度	8 mm
	Base Number Matches	1
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	FS5KM-2
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	VCO3001
	SNCDC208-7DB
	1B7109P-002
	SI-20084
	1122191018
	BC808W-TAPE-13
	5280-0-67-80-16-27-40-0
	CX0603MRX7R7BB563
	VY11010000J0G
	VY11016000J0G
	VY11019000J0G
	VY1101C000J0G
	A103M15Z5UF5TAA
	SBLP-467+
	MSM6255GS-K
	B39341-R965-H110
	CS55AZ
	CP2-HC055-A1-FJ
	CP2-HC055-A1-KR
	HZ5A2-N
	HZ5A3-N
	HZ5B2-N
	MWO-12
	MWO-15
	NESYM9140
	2904750
	68352-0001
	AH3776-P-A
	AD827JRZ-16
	AD827JR-16
	AD827JR-16-REEL7
	2036320800
	ADV7127JRZ240
	ADV7127KR140
	ADV7127KR140-REEL
	ADV7127KR50
	ADV7127KR50-REEL
	ADV7127KRU140
	ADV7127KRUZ140
	ADV7127KRZ140
	ADV7127KRZ50
	TLRA189
	EC1145HSET-35.469M
	KS54HCTLS843J
	KS54HCTLS844J
	2SD1471-ET
	EDH337M063S9TAA
	HM2R10PACA39N9LF
	1300101013
	NDS356PD87Z
	NDS356PL99Z
	EUEA18-3.579545MTR
	C1812W154KBRACTU
	S1D10605D00B
	S1D10606D008
	PJ-025
	SL36C
	2775197
	LM4928TLX/NOPB
	SN75LVDS88BRDD
	2N7002KA-TP
	1716802
	C322C473K5R5TA
	STW26NM60ND
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描述和应用

Synchronous DRAM, 2MX32, 5ns, CMOS, PBGA90, 13 X 8 MM, 0.80 MM PITCH, LEAD FREE, MO-207, TFBGA-90
 动态存储器 内存集成电路
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